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１．概要（Summary） 

熱電発電デバイスの性能を上げるために、熱伝導率の

高い熱伝導層を作る必要がある。現在我々は絶縁層/密

着層/金属層という構造の熱伝導層を作製し、その発電効

率を測定して、研究を行っている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  全自動スパッタ装置 

 

【実験方法】 

材料が違う多層構造の熱伝導層サンプルをつくり、その

熱抵抗を測る。これらのパフォーマンスを比べる。 

Cu、Al は金属層として、Ti、AlN は接着層として、SiO2

は絶縁層という構造となる。 

Sample 1. AlN         300nm 

Sample 2. Cu / Ti / SiO2     300/10/10nm 

Sample 3. Cu / Ti / AlN / Ti  300/10/10/10nm 

Sample 4. Al / Ti / SiO2     300/10/30nm 

Sample 5. Al / Ti / SiO2     300/10/20nm 

Sample 6. Al / Ti / SiO2     300/10/10nm 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に熱伝導層のスパッタした後の、リフトオフのサ

ンプルを示す。Fig. 2 は作製したデバイスの性能の曲線

である。この熱電発電デバイスは、両端の温度差によっ

て電流が生じだす、Al / Ti / SiO2のところが一番いい性

能得られることがわかる。 

  

Fig. 1 Optical image of the experimentally obtained sample 

 

Fig. 2 Voc and Pmax as a function of the thermal resistance of TC 

layers 
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